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Introducao

A referéncia de tensédo € um circuito que prové uma
tensao estavel com baixa sensibilidade a variacOes de
temperatura, alimentacao, carga e caracteristicas do
processo de fabricacao. Com o objetivo de aumentar a
repetibilidade dessa classe de circuito foi implementado
uma referéncia de tensdo sub-bandgap, que foi
simulada usando como tecnologia-alvo o processo de
180nm da X-FAB Silicon Foundries, cujas
caracteristicas principais sédo: sem resistores, baixa
poténcia de operacdo e baixa variabilidade do
coeficiente de temperatura.

Circuito

O circuito utiliza um par diferencial desbalanceado
como gerador PTAT (proportional to absolute
temperature) atuando em um TJB (Transistor de Juncao
Bipolar) ligado como diodo que funciona como gerador
CTAT (complementary to absolute temperature). A
tensdao V, é obtida através de um circuito gerador de
corrente especifica, que tem a caracteristica de ter baixa
variabilidade comportamental.

O gerador PTAT tem uma inclinacao positiva em
relacdo a temperatura, ao contrario do gerador CTAT
gue tem uma inclinac&o negativa.

A tensao Vpp,ur € resultante do somatério das
tensdes dentro do bloco PTAT. A tensado de referéncia
Vrer € 0 resultado da soma das tensdes Vprar € Verar,

minimizando a dependéncia térmica do circuito.

— Vctat

— V/ptat

—Vdt
Vref=\ptat+Vdt
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A simulacao mostra um
consumo de 8.8uW de poténcia,
| apresentando uma media do
coeficiente de sensibilidade
térmica de 37,6ppm/°C, tendo a
| melhor amostra de 34,6ppm/°C
e a pior de 42,81ppm/°C,
azconfirmando a baixa
variabilidade do coeficiente de
temperatura.

A simulacdo também mostra
= uma media de V,.r de 738mV

em 2/°C, mas com uma
diferenca de até 15mV para as
amostras com maior
variabilidade.
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Conclusao

O circuito implementado apresentou por meio de simulacao, coeficiente de sensibilidade
termica baixo com valor de variabilidade comportamental em ambito de trabalhos
apresentados em conferéncias internacionais mas, com valores de poténcia consumida nao
otimizados. A variabilidade comportamental da tenséo de referéncia também teve resultado
relevante.

Continuacao do Trabalho

Baixar consumo de poténcia;

Melhorar variabilidade da tensao de referéncia;

Implementar circuito de compensacao dos efeitos de segunda ordem;
Implementacao de circuito de trimming para calibracao de tensao de referéncia.




